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注:所有试题答案一律写在笞题纸上,答案写在试卷、草稿纸上-律无效。

一、填空题 (共 40分,每空2分。答案一律写在答题纸上,否则无效。)

1,耗尽近似假设空间电荷区载流子 中心提供空间电荷,空间电荷的分

布在边界上突变过渡到零。

2,PN结 过渡区以外,若杂质均匀分布,则      条件成立;常见的杂质缓变分布又可以采

用 ~     ,因 而PN结空间电菏区以外部分称为       。

3.在 PN结 中单边突变结的空间电菏区主要是向 扩展的 ,并

且         ,伸 展的愈远,势垒区愈宽,最大电场强度也愈小。

4,PN结的空间电菏区宽度艿″随着反向电压的增加而      。

5.反向恢复过程,使二极管不能在J决速连续脉冲下当开关使用。如果反向脉冲的持续时间比反向恢复时

间∫r短,则二极管                。

6.晶体管中发射结电压   ,集 电结电压   ,为 正向工作区;发射结电压 ___,集 电结电

压 ___,为 截止区。

7.晶体管反向电流Jc:@是在_____开 路条件下的 电流。

8.αR是       正偏时      零偏时的反向电流增益。

9,B%⒛是⋯ 开路时的            击穿电压。

10.晶体管的截止频率 殇 是 u力 随频率上升而下降到       的频率。

二、名词解释 (共 25分,每题 5分。答案一律写在答题纸上,否则无效。)

1、 PN结雪崩击穿

2、 厄尔利 (Early)效应

3、 晶体管发射极浮动电压

4、 晶体管特征频率/T

5、 晶体管开启时间
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三、、(1s分 )简述blpN晶体管在正向有源区工作状态下,载流子在晶体管中的传输过程,以及电流增益α、

'的

定义,α 、

'之

间的关系。

四、(15分 )已知硅突变结长二极管中Ⅳz-l旷
9Gmˉ3,Ⅳ
D丬0!‰俨,

t`=t刀 =1户 猡 ’ /乇 × 1σ
scImz,D、

=12,4sGlnz/s,D刀 -35.1Gmz/s,(nI〓 1,45× 1010GIm s。  g〓 1,6× 1σ
19C,

KT=o.o%ev) 计算: (1)内建电势。(2)正向电流fF-0,“mA日拍勺正向电压。 (有效数字不少于 4位。)

五 、 (20分 )PblP假 若 blPNˉ si晶 体 管 剔 嫩 口下 :%〓 2〃 m,在 均 匀 掺 杂 基 区 炖
=5× lOlcGm3,

t,J:=1〃 s,基 区 少 子 扩 散 系 数 凡 :=3sGmzs· ,几 E=0Ⅱ 9A/clm9。 计 算 :(1)基 区 在 发 射 结 边 的 非 平 衡 电 子

浓 度 。
(2)发

射 结 电 压 。
(3)基 区 输 运 系 数 。

(g=1,6× 10ˉ
19C, KT F0,⒆

6ev, 凡 =1,笱 × 1010cmˉ
3)

(有效数字不少于4位。)

八 m5钔 根据共发射极低频y参数小信号方租
仁 眺

I∶1钇
画出共笨射极低婀 参数等

效电路。

七、(20分 )综述影响晶体管最高振荡频率艿犭的主要因素,及提高最高振荡频率几r的方法。
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